1. Viive Vi voltajlan DC olarak sifirdir. Bundan dolayr Vi.ve Vin girisleri
topraklanip , DC analiz ile istenen degerlere ulagilmigtir.

Icqa = 1.963 mA [eqe = 1.971 mA
() o 6.045V chz =6.042V
Tcor = 0.965 mA Teqz = 0.967 mA

Va=5412V Vee=5411V

2. Bu boliimde Vi, topraklanmistir. Q1 transistoriine frekans1 1kHz, voltaji 100mV .,
olacak sekilde giris sinyali saglanmistir. Vo ve Ve ( single-ended output voltages)
degerleri hesaplanmstir.

Vous = - 1.83 V,,

Vo =181V,

Avimeser = -18.35 Avdmse2 = 18.15

3. Bu béliimde V. topraklanmigtir. Q2 transistoriine frekans1 1kHz, voltaji 100mV
olacak sekilde giris sinyali saglanmistir. Vou ve Vo ( single-ended output voltages)
degerleri hesaplanmistir.

Vour1 = 1.83 V.,

Vai =181 ¥,

Avdmser = 18.35 Avamse = -18.15

4. Bu kisimda 2.boliimde yaptigimiz ayni baglantilar gerceklestirdikten sonra ,

channel 1 Vo, channel 2 ise Vo baglanmistir. Son olarak osiloskop menii
boltimiinden math menii sectikten sonra , CH1- CH2 yaparak Vi, hesaplanmistir.

v v Ll
A gy =22 =—l 2 _ 364/ 100 mV =-36.4

idm vﬂ' n

5. Bu boliimde ise Vini ve Vin giris sinyallerinin her ikisi de 8 V., ve frekansi 1 kHz
olacak sekilde ayarlanmistir. Buna gore V. ve Ve degerleri hesaplanmistir.

V{}u[]_ = - 4.21 I’IIV A.\rc]]]-ge] = '421 II]V f{ 8V i 0.000526

ng_z = = 4.18 H]V A\,l(_‘m-se2 = 4. 18 mV J'I’ BV = '0000522



6. NOT : Deney sirasinda CMRR hesaplarken yanhs hesapladigimi rapor hazirlarken
farkettim.

CMRR = Ayimese / Avemse Oldugundan Aygm-e degerini Avamairr aldigimdan dolay:
yanlig hesaplanmigtir. Sonug olarak ;

CMRR = Avamse / Avemse = 18.35/0.000526 = 34,886

7. Hesapladigimiz akim ve voltajlar, deneyde 6l¢tiigiimiiz degerlerden biraz farkhdir.
Bu farklilik  degerinden kaynaklanmaktadir. Pspice ‘ da kurdugumuz devredeki
transistoriin (3 degeri ile deneyde kullandigimiz transistoriin 3 degeri farklilik
gostermektedir. Ayrica deneyde Rg direncini tam olarak 250 Q saglayamadigimizdan
dolay1 degerler arasinda farklilik vardir. Ciinkii R direncini potansiyometreden
ayarladigimizdan dolay1 Q, ve Q, transistorlerine tam olarak 250 Q degerini
saglayamamaktayiz. B ve R © deki bu farkliliklardan dolay: hesapladigimiz ve
olciilen akim-voltaj degerlerinde farklilik g6zlenmektedir.

8.
On calisma simulasyon sonuclari ;

Audm—sel = 177
A\.’dm—sez = 177

Deneysel calisma ;

Part 2 Part 3
Avdm—sel = 1 8 3 5 A\fdm-sei = ]- 8 - 35
Avimsez = 18.15 Avamsez = -18.15

On cahisma simulasyon sonuclari ;
Avam-giti = ( Vour — Voue )/ ( Vinr — Vinz )
Avan-air = - 35.4
Deneysel calisma ;

Part 4

Y A% s
A gy =2 =42 _ . 3 64/ 100 mV = - 36.4
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On calisma simulasyon sonuclari ;
Avcm—sel = A\'cm—sez = Voull "{Vicm

Avcm—sel = A\ecm—se2 = ‘0001
Part 5
Avemser = - 0.000526

A‘:CIII-SEZ = ‘0.000522

Bu kiiciik farklhihiklar béliim 7 © de belirtilen degisimlerden kaynaklanmaktadir.



